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1.6µm-EL@RT
注入(Si/β球/Si)

CVT法
針状単結晶β

焼結法
多結晶β

多結晶膜
SPE, IBS

pn制御(p,n ~5x1016cm-3)

溶液成長
板状単結晶β

歪みを考慮した
バンド計算

吸収、反射光学異方性

高配向β-FeSi2膜
RDE,多層膜法
MBE, MOCVD,
PLD, SP

高圧下の物性
体積弾性率，バンド変調

Fe3Si,ナノβ
a-FeSi2

バルク技術

MnSi1.7

Mg2Si
Ca2Si

BaSi2 PL増強 (Al-doping)

溶融塩法(脱真空)
多結晶β

β-Fe(Si, Ge)2
β-Fe(Si, C)2

間接遷移の同定
（フォノン構造）

Raman

Mg2Si，BaSi2

1.56µm-EL@RT
注入(β-film/Si)

1.6µm-EL@RT
注入(Si/β-film/Si)

線膨張係数
（8～300Ｋ）

高移動度膜(μp,μn > 500cm-3)
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